
ＩＴ社会を支えるシリコンデバイスに加え、近年では化合物半導体の優れた特性を活かした新しい市場が開拓され
ています。特にGaNを用いたデバイスは高出力・高周波デバイスとして非常に優れた特性を示すことが知られてい
ます。そのデバイス基板となるGaN基板に関わる工程でまだ多く課題があります。
COMPOLシリーズはGaN基板の研磨加工工程において次のような特徴を有しています。
1．粒子径の均一性・分散性に優れ、ダメージフリーの研磨加工面が得ることができる。
2．スクラッチの原因となるゲル化物、異物の混入がない。
3．厳正なる管理のもとで製造されており、優れた品質安定性を有する。
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